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電気抵抗率 ･高温でのplnaX 70-lOOK 100-130K
β〝の異常 -12K -20K
磁化率 I,.のピーク 12K 20K




磁気エントロピー TK 51K. 89K
結晶場分裂による第-励起エネルギー 223()K 2320K
NMRスピン格子緩和時間1/Tl 〟 140K 210K
A 14K 28K
N(EF),eJNo(EF) 0.085 0.077
トンネル分光 A(at4.2K) 10meV(-117K) 19-27meV(22ト313K)
ホール係数 1(抑Kでの fomulaunit当たり fomulaunit当たり
キャリア濃度 約1個のhole 約1個のhole
ゼ-ペック係数 ∫が極大をとる温度(高温側) 95-107K 100-120K
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